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Упругое рассеяние электрона на атоме может сопровождаться захватом электрона на слабосвязанное короткоживущее (виртуальное) состояние. Этим объясняются, к примеру, узкие пики (резонансы) в дифференциальных спектрах рассеяния электронов на атомах H, He, Ne, Ar, Kr и Xe (при энергии электрона, резонансной возбуждению атома) [1]. 
Как отмечено ранее [2], оценка радиуса подобных состояний из данных по эффекту Рамзауэра для Xe дает rо≈4Ǻ, что существенно больше радиуса электронного остова атома RА<1Ǻ. Динамика же распада таких слабосвязанных состояний обусловлена действием физического вакуума h=6,6·10-34Дж·с в соответствии со свойствами известной из теоретической механики функции действия S [3], каковой и является постоянная Планка. 

В данном сообщении обсуждаемая особенность рассеяния электрона проанализирована на основе сферического потенциала с ямой радиуса rо, окруженной барьером радиуса R. Оценка R следует из сечения рассеяния электронов малой энергии, что для Xe дает R≈6Ǻ. Ясно, что при таком потенциале наибольшее сечение рассеяния, характеризуемое радиусом R, имеют электроны с малой энергией. При достижении электроном энергии барьера становится возможным его захват ямой радиуса rо в слабосвязанное состояние, распад которого под действием h приводит к анизотропии упругого рассеяния электрона, т.к. при его некоторой энергии распад состояния идет преимущественно вперед (в направлении начального движения электрона). При еще большей энергии электрона его рассеяние (снова изотропное) будет происходить уже не на барьере радиуса R и не на яме радиуса rо, а на электронном остове атома радиуса RА, что даст значительно меньшее сечение рассеяния электрона. 

Как можно показать, из условия равенства действий S≈h следует, что при rо≈4Ǻ распад виртуального состояния электрона вперед должен происходить при его энергии ~0,9 эВ. Это означает сильное уменьшение наблюдаемого сечения рассеяния электронов с такой энергией, что хорошо согласуется с известными данными об эффекте Рамзауэра для Xe. 

Кроме того рассматриваемый потенциал рассеяния указывает на то, что в плотной среде атомов при межатомном расстоянии r<rо<R должно происходить значительное уменьшение сечения рассеяния электронов. Учет этого обстоятельства хорошо объясняет наблюдаемое [4] резкое увеличение в ~103 раз подвижности электронов в Xe при плотности атомов более 1,5·1022см-3, когда уже rо<4Ǻ, а также известный резкий рост электропроводности (т.н. металлизацию) инертных газов Xe и Ar при их статическом или динамическом сжатии (без общепринятой связи этого роста с увеличением концентрации электронов проводимости). 
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